
 

Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój 

określonej dyscypliny 

  

Informacje zawarte w poszczególnych punktach tego dokumentu powinny uwzględniać podział na 

okres przed uzyskaniem stopnia doktora oraz po jego uzyskaniu. 

 

I. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 219 UST. 1 PKT 2 USTAWY  

 

1. Monografie naukowe, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a ustawy: 

 

  Nie dotyczy 

  

2. Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b 

ustawy: 

H1 V.V. Brus, M.M. Solovan, N. Schopp, M. Kaikanov, A.I. Mostovyi, Visible to Near-Infrared 
Photodiodes with Advanced Radiation Resistance, Adv. Theory Simul. 5 (2022) 2100436 ; – 
współautor, odpowiedzialny za analizę symulacyjną, obliczenia optoelektroniczne oraz 
przygotowanie ilustracji. 

 
H2 M.M. Solovan, A.I. Mostovyi, H.P. Parkhomenko, M. Kaikanov, N. Schopp, E.A. Asare, T. 

Kovaliuk, P. Veřtát, K.S. Ulyanytsky, D.V. Korbutyak, V.V. Brus, A High-Detectivity, Fast-
Response, and Radiation-Resistant TiN/CdZnTe Heterojunction Photodiode, Adv. Opt. Mater. 

11 (2023) 2202028 ; – inicjator projektu i główny wykonawca badań eksperymentalnych. 

 
H3 A.I. Mostovyi, S.І. Kuryshchuk, N. Asanov, H.P. Parkhomenko, T.T. Kovaliuk, I.G. 

Orletskyi, M.M. Solovan*, V.V. Brus, A self-powered UV-vis-NIR graphite/CdZnTe Schottky 
junction photodiode, Semicond. Sci. Technol. 38 (2023) 085002; – autor korespondencyjny i 
współtwórca koncepcji badawczej. 

 
H4 H.P. Parkhomenko, A.I. Mostovyi, G. Akhtanova, M.M. Solovan, M. Kaikanov, N. Schopp, 

V.V. Brus, Self-healing of Proton-Irradiated Organic Photodiodes and Photovoltaics, Adv. 

Energy Mater. 13 (2023) 2301696; – współautor, odpowiedzialny za kluczowe pomiary i 
analizę danych.  

 
H5 M.M. Solovan, A.I. Mostovyi, D. Aidarkhanov, H.P. Parkhomenko, G. Akhtanova, N. 

Schopp, E.A. Asare, D. Nauruzbayev, M. Kaikanov, A. Ng, V.V. Brus, Extreme Radiation 
Resistance of Self-Powered High-Performance 
Cs0.04Rb0.04(FA0.65MA0.35)0.92Pb(I0.85Br0.14Cl0.01)3 Perovskite Photodiodes, Adv. Opt. Mater. 11 
(2023) 2203001; – pierwszy autor, odpowiedzialny za wszystkie pomiary, analizę danych 
oraz przygotowanie manuskryptu. 
 

H6 H.P. Parkhomenko, M.M. Solovan (co-first author), S. Sahare, A.I. Mostovyi, D. 
Aidarkhanov, N. Schopp, T. Kovaliuk, M. Kaikanov, A. Ng, V.V. Brus, Impact of a Short-
Pulse High-Intense Proton Irradiation on High-Performance Perovskite Solar Cells, Adv. 

Funct. Mater. 34 (2024) 2310404 ; – współautor (udział równy w pierwszym współautorem), 
główny wykonawca badań eksperymentalnych i autor manuskryptu. 

  

3. Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub 

artystyczne, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2c ustawy: 

Nie dotyczy 



 

 

II. WYKAZ AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ 

1. Wykaz członkostwa w redakcjach naukowych monografii: 

 

Nie dotyczy 

2. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub 

artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie  

i wykładów plenarnych: 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora (od 12/2014): 

 

1. M.M. Solovan (Invited Speaker) et. al. Impact of Short-Pulse High-Intense Proton Irradiation 

on Next-Generation Optoelectronic Devices. New Generation Photovoltaics for Space 

(PVSPACE-24). Istanbul, Turkey. October 15-18, 2024; 

30 min. wykład na zaproszenie 

2. M.M. Solovan et. al. Extreme Radiation Resistance of Quasi-2D Perovskite Solar Cells. 9th 

Polish Conference "Graphene & other 2D materials", Poznan, Poland, 8-10 September 

2024 

nagrodzona prezentacja plakatowa Awarded "Best Poster Presentation - Distinction" 

3. M. M. Solovan, et. al. Heterojunction photodiode on cleaved SiC”, The 13th International 

Conference on Correlation Optics,“Correlation Optics’17” Chernivtsi, Ukraine 11-15 Sept. 

(2017) 

prezentacja ustna 

4. M. Solovan, et. al. Potiriadis. Performance comparison of X-and γ-ray CdTe detectors with 

MoOx, TiOx and TiN schottky contacts. 2017 IEEE Nuclear Science Symposium & Medical 

Imaging Conference (2017 NSS/MIC), 21 – 28 October 2017, Atlanta, USA 

prezentacja plakatowa 

5. M.M. Solovan et al. Fabrication and investigation of Graphite/n-CdZnTe Schottky diodes 

prepared by the transfer of drow graphite films on CdZnTe  XVI International Conference 

on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems Ivano-Frankivsk, Ukraine  

2017, May, 15-20. 

prezentacja ustna 

6. M.M. Solovan, et. al. Electrical properties of MoO-based contacts to semiinsulating p-CdTe 

for application in X/γ-ray detectors, E-MRS 2016 Fall Meeting, Poland, 19-22 Sept. (2016) 

prezentacja plakatowa 

7. M.M.Solovan et. al. Nanostructured silicon for heterojunction electronics. 8th Ukrainian-

Polish Scientific and Practical Conference "Electronics and information technologies" 

(ELIT-2016), (Lviv, Ukraine), August 27–30, 2016.  

prezentacja ustna 

8. M.M. Solovan et al. Electrical and Photoelectric Properties of Heterojunctions Based on 

Molybdenum Oxide. Physics and Chemistry of Solid State: Current State, Achievements, 

and Prospects. Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of 

Young Scientists and Students, Lutsk, Ukraine, October 25–26, 2018. 

prezentacja ustna 

9. M.M. Solovan et. al.  Electrical and photoelectrical properties of  MoOx/n-CdTe 

heterojunctions 44th ”Jaszowiec” 2015 International School & Conference on the Physics 

of Semiconductors, Poland, June 20 – 25th, 2015 

prezentacja plakatowa 

10. M.M. Solovan et al. Synthesis and Physical Properties of MoOx Thin Films. VII Ukrainian 

Scientific Conference on Semiconductor Physics, Dnipro, Ukraine, September 26–30, 2016. 

prezentacja plakatowa 

 



Przed uzyskaniem stopnia doktora (przed 12/2014): 
11. M.M. Solovan et al. Photoelectric Properties of Heterostructures n-TiN/p-Cd1-xZnxTe. III 

International Scientific and Practical Conference "Semiconductor Materials, Information 

Technologies, and Photovoltaics", Kremenchuk, Ukraine, May 20–22, 2014. 

prezentacja ustna  

12. M.M. Solovan et al. Structural Properties of TiN Thin Films Obtained by Reactive 

Magnetron Sputtering. Conference of Young Scientists on Semiconductor Physics 

"Lashkaryov Readings", Kyiv, Ukraine, April 1–3, 2014. 

prezentacja ustna 

13. M.M. Solovan et al. Structural and Kinetic Properties of TiN Thin Films. VI International 

Scientific Conference "Current Problems of Solid State Physics" (FTT–2013), Minsk, 

Belarus, October 15–18, 2013. 

prezentacja plakatowa 

14. M.M. Solovan et al. Current Transport Mechanisms in Anisotypic Heterojunctions n-

TiN/p-CdTe. VI Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Physics, Chernivtsi, 

Ukraine, September 30–October 4, 2013. 

prezentacja ustna  

15. M.M. Solovan et al. Features of Anisotypic Heterojunctions n-TiN/p-Si. Physical and 

Technological Issues of Radio Devices, Telecommunications, Nano- and Microelectronics: 

Proceedings of the III All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Chernivtsi, 

Ukraine, October 24–26, 2013. 

prezentacja ustna 

16. M.M. Solovan et al. Electrical Properties of Photo-Sensitive Heterojunctions n-TiN/p-

CdTe. 23rd International Conference "Microwave Engineering and Telecommunications 

Technologies", Crimea, Ukraine, September 8–14, 2013. 

prezentacja ustna 

17. M.M. Solovan et al. Fabrication and Electrical Properties of the n-GaP/n-TiN Light-

Emitting Heterostructure. 5th International Scientific and Technical Conference "Modern 

Trends in Lighting Engineering", Kharkiv, Ukraine, May 15–16, 2013. 

prezentacja plakatowa 

18. M.M. Solovan et al. Fabrication and Characteristics of n-TiN/p-Si Heterodiodes. 9th 

International Youth Scientific and Technical Conference "Modern Problems of Radio 

Engineering and Telecommunications 'RT-2013'", Crimea, Ukraine, April 22–26, 2013. 

prezentacja ustna 

19. M.M. Solovan et al. Conductivity and Kinetic Coefficients of TiN Thin Films. 42nd 

International School & Conference on the Physics of Semiconductors ”Jaszowiec 2013” 

June 22 - 27 2013, Wisła, Poland 

prezentacja plakatowa 

20. M.M. Solovan et al. Electrical Properties of TiN Thin Films. II International Scientific and 

Practical Conference "Semiconductor Materials, Information Technologies, and 

Photovoltaics", Kremenchuk, Ukraine, May 22–24, 2013. 

prezentacja ustna 

21. M.M. Solovan et al. Optical Properties of Titanium Nitride Thin Films. Physics and 

Technology of Thin Films and Nanosystems: Materials of the XIV International Conference, 

Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 20–25, 2013. 

prezentacja ustna 

22. M.M. Solovan et al. Electrical and Optical Properties of TiN Thin Films. Conference of 

Young Scientists on Semiconductor Physics "Lashkaryov Readings 2013", Kyiv, Ukraine, 

April 2–4, 2013. 

prezentacja ustna 

23. M.M. Solovan et al. Influence of TiN Thin Film Thickness on Its Electrical Properties. 

Sixteenth Open Scientific and Technical Conference of the Institute of Telecommunications, 

Radio Electronics, and Electronic Engineering of Lviv Polytechnic National University on 

Electronics Issues, Lviv, Ukraine, April 2–4, 2013. 



prezentacja ustna 

24. M.M. Solovan et al. Electrical Properties of Isotypic Heterostructures n-TiN/n-Si. Physical 

and Technological Issues of Radio Devices, Telecommunications, Nano- and 

Microelectronics: Proceedings of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, 

Chernivtsi, Ukraine, October 25–27, 2012. 

prezentacja ustna 

 

3. Wykaz udziału w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub 

międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji. 

 

 International Scientific and Practical Conference “Radio Electronics and 

Telecommunications” (REaT-2025), Chernivtsi, Ukraine – członke komitetu programowego 

i organizacyjnego 

 

 4. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane 

w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące 

w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów: 
 

Po uzyskaniu stopnia doktora (od 12/2014): 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 

04/2025 – 02/2026        

 

 

Kierownik projektu (OPUS) 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki i 

Astronomii, Poznań, Polska 

Finansowanie: NCN 

Rola w projekcie: 

▪︎ Kierownik projektu 

▪︎ Odpowiedzialny za wdrożenie i optymalizację eksperymentalną 

procesu osadzania cząstek wspomaganego polem elektrycznym. 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY 

10/2024 – 04/2025        

 

 

Wykonawca (Polonez-Bis) 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki i 

Astronomii, Poznań, Polska 

Finansowanie: NCN 

Rola w projekcie: 

▪︎ Analiza wyników pomiarów prądowych, rekombinacyjnych oraz 

impedancyjnych dla ogniw perowskitowych z zastosowaniem 

nowych materiałów. 

10/2022 – 09/2024        Post-doc (Projekt Ulam NAWA) 

Rozszyfrowanie procesów fotoelektrycznych w dwuwymiarowych 

hybrydowych urządzeniach optoelektronicznych na bazie 

perowskitów 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki i 

Astronomii, Poznań, Polska 



Finansowanie: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

(NAWA) 

Rola w projekcie: 

▪︎ Kierownik projektu 

▪︎ Rozszyfrowanie procesów fotoelektrycznych w 

dwuwymiarowych hybrydowych urządzeniach optoelektronicznych 

na bazie perowskitów 

02/2020 – 12/2022 Starszy badacz 

Wpływ promieniowania jonizującego na strukturę, właściwości 

fotoelektryczne i nadprzewodzące nowej generacji urządzeń 

optoelektronicznych 

Wydział Fizyki, Uniwersytet Nazarbajewa, Kazachstan 

Finansowanie: Uniwersytet Nazarbajewa 

Rola w projekcie: 

▪︎ Odkrycie zaawansowanej odporności na promieniowanie 

hybrydowych fotodiod i ogniw słonecznych na bazie perowskitów 

do zastosowań kosmicznych. 

▪︎ Opracowanie wysokowydajnych fotodiod CdZnTe i 

perowskitowych o rekordowej odporności na promieniowanie. 

▪︎ Wykrycie samonaprawy organicznych fotodiod i ogniw 

słonecznych po napromieniowaniu protonami. 

01/2020 – 02/2022 

 

Kierownik projektu 

Heterozłącza oparte na cienkich warstwach grafitu i grafenu do 

zastosowań w elektronice, energetyce słonecznej i detekcji cząstek 

wysokoenergetycznych (numer rejestracji państwowej 

0120U101250) 

Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza, 

Czerniowce, Ukraina 

Finansowanie: Budżet Państwowy Ukrainy 

Rola w projekcie: 

▪︎ Kierownik projektu 

▪︎ Wytwarzanie i badanie heterozłącz opartych na cienkich 

warstwach grafitu i grafenu. 

01/2019 – 12/2019 

 

Starszy badacz (współkierownik projektu) 

Struktury barierowe wysokiej jakości na bazie cienkich warstw 

azotków metali do zastosowań w elektronice i fotonice (numer 

rejestracji państwowej 0119U100730) 

Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza, 

Czerniowce, Ukraina 

Finansowanie: Budżet Państwowy Ukrainy 

Rola w projekcie: 

▪︎ Wytwarzanie różnych heterozłącz i diod Schottky’ego 



▪︎ Badanie właściwości elektrycznych i fotoelektrycznych 

półprzewodnikowych heterozłącz i diod Schottky’ego 

02/2016 – 12/2018 

 

Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego SENERA SfP-

984705 

(SEnsor NEtwork for the Localization and Identification of RAdiation 

Sources) w ramach Programu Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa 

NATO 

Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza, 

Czerniowce, Ukraina 

W projekcie uczestniczyło dziewięć instytucji z Japonii, Grecji, Bułgarii 

i Ukrainy. 

Finansowanie: Program Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa NATO 

Rola w projekcie: 

▪︎ Wytwarzanie detektorów promieniowania X i γ na bazie CdTe 

oraz badanie ich właściwości. 

02/2016 – 12/2018 

 

Starszy badacz (współkierownik projektu) 

Nanostrukturalne heterozłącza półprzewodnikowe i diody 

Schottky’ego do zastosowań w elektronice, optoelektronice i 

energetyce słonecznej (numer rejestracji państwowej 0116U001445) 

Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza, 

Czerniowce, Ukraina 

Finansowanie: Budżet Państwowy Ukrainy 

Rola w projekcie: 

▪︎ Hodowla nanodrutów na krzemie 

▪︎ Wytwarzanie różnych heterozłącz i diod Schottky’ego oraz 

badanie ich właściwości elektrycznych i fotoelektrycznych. 

11/2015 – 04/2016 

 

 

Post-doc w ramach programu Erasmus Mundus (projekt 

EUROEAST) 

Heterozłącza półprzewodnikowe do zastosowań w elektronice 

Politechnika w Turynie, Wydział Nauk Stosowanych i Technologii, 

Turyn, Włochy, www.polito.it 

Finansowanie: Unia Europejska (program Erasmus Mundus) 

Rola w projekcie: 

▪︎ Prowadzenie badań nad opracowaniem i charakteryzacją heterozłącz 

półprzewodnikowych do zastosowań w elektronice i fotowoltaice. 

07/2015 – 09/2015 

 

 

 

 

Badacz wizytujący 

Szybkie ścienianie podłoży GaN i SiC do zastosowań w strukturach 

epi-ready oraz w urządzeniach mocy poprzez odrywanie warstw 

(US20150258769A1) 

University of Massachusetts Lowell, Lowell, USA 



 

 

Finansowanie: Budżet Państwowy Stanów Zjednoczonych (Faza 1 

SBIR) 

Rola w projekcie: 

▪︎ Rozdzielanie podłoży półprzewodnikowych oraz badanie ich 

właściwości strukturalnych. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora (przed 12/2014): 

01/2013 – 12/2015 

 

Badacz 

Heterostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w elektronice, 

optoelektronice i energetyce słonecznej (numer rejestracji państwowej 

0113U003241) 

Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza, 

Czerniowce, Ukraina 

Finansowanie: Budżet Państwowy Ukrainy 

Rola w projekcie: 

▪︎ Osadzanie różnych cienkowarstwowych powłok 

▪︎ Wytwarzanie różnych heterozłącz 

▪︎ Badanie właściwości optycznych i elektrycznych cienkich warstw 

5.  Wykaz członkostwa w międzynarodowych lub krajowych organizacjach   i towarzystwach 

naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach: 
 

Nie dotyczy 

 

6.  Wykaz staży w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z 

podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru:  

 

Po uzyskaniu stopnia doktora (od 12/2014): 

1. University of Massachusetts Lowell, Kennedy College of Sciences, Lowell, USA 

• Data: 07/2015 – 09/2015 

• Czas trwania: 2 miesiące 

• Charakter stażu: Badacz wizytujący 

2. Politechnika w Turynie, Wydział Nauk Stosowanych i Technologii, Turyn, Włochy 

• Data: 11/2015 – 04/2016 

• Czas trwania: 6 miesięcy 

• Charakter stażu: Staż podoktorski w ramach indywidualnego stypendium Erasmus Mundus 

3. Uniwersytet Nazarbajewa, Wydział Fizyki, Astana, Kazachstan 

• Data: 01/2022 – 09/2022 

• Czas trwania: 8 miesięcy 

• Charakter stażu: Staż naukowy 

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki i Astronomii, Poznań, Polska 



• Data: 10/2022 – 09/2024 

• Czas trwania: 2 lata 

• Charakter stażu: Staż podoktorski w ramach indywidualnego stypendium Ulama NAWA 

5. Uniwersytet Nazarbajewa, Wydział Fizyki, Astana, Kazachstan 

• Data: 05/2024 

• Czas trwania: 1 tydzień 

• Charakter stażu: Sesja pomiarowa 

6. Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Fotonapędu, Stuttgart, Niemcy 

 

• Data: 03/2025 

• Czas trwania: 10 dni 

• Charakter stażu: Delegacja naukowa 

 

7.  Wykaz członkostwa w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z 

informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczącego rady naukowej, 

itp.):  

Nie dotyczy 

8.  Wykaz recenzowanych prac naukowych lub artystycznych, w szczególności publikowanych 

w czasopismach międzynarodowych: 

 

A. Artykuły (*autor korespondujący) 

Po uzyskaniu stopnia doktora (od 12/2014): 

1. J. Baranowski, S. Sahare, M. Solovan, P. Florczak, Marcin Ziółek. Insights into the Local Heating 

Effects in Triple-Cation Mixed-Halide Perovskite Cells: Charge Dynamics, Coherent Phonons, 

Anion Segregation Small. 21 (2025) 2408541 https://doi.org/10.1002/smll.202408541 (IF = 13) 

2. S. Sahare, M. Solovan (co-first author), M. Smirnova, B. Scheibe, M. Jancelewicz, G. 

Nowaczyk, M. Kempiński, M. Ziółek, MXenes as a hole transport interfacial layer for efficient 

and air-stable quasi-2D perovskite solar cells, J. Mater. Chem. C. 12 (2024) 8357–8367. 

https://doi.org/10.1039/d4tc00466c (IF = 5.7) 

3. H.P. Parkhomenko, M.M. Solovan (co-first author), S. Sahare, A.I. Mostovyi, D. Aidarkhanov, 

N. Schopp, T. Kovaliuk, M. Kaikanov, A. Ng, V.V. Brus, Impact of a Short-Pulse High-Intense 

Proton Irradiation on High-Performance Perovskite Solar Cells, Adv. Funct. Mater. 34 (2024). 

https://doi.org/10.1002/adfm.202310404 (IF = 19) 

4. H.P. Parkhomenko, A.I. Mostovyi, N. Schopp, M.M. Solovan, V.V. Brus, Highly transparent 

ternary bulk-heterojunctions for semi-transparent organic photovoltaics, J. Mater. Chem. A. 

(2024). https://doi.org/10.1039/d4ta05409a (IF = 10.7) 

5. S.I. Kuryshchuk, G.O. Andrushchak, T.T. Kovaliuk, A.I. Mostovyi, H.P. Parkhomenko, S.H. 

Sahare, M.M. Solovan*, V.V. Brus, Simulation and numerical modeling of CuO films thickness 

influence on the efficiency of graphite/CuO/Ni solar cells, Int. J. Numer. Model. Electron. Netw. 

Devices Fields. 37 (2024). https://doi.org/10.1002/jnm.3230 (IF = 1.6) 

6. G. Akhtanova, Y. Yerlanuly, H.P. Parkhomenko, M.M. Solovan, A.I. Mostovyi, A.K. 

Nurmukhanbetova, A.V. Kireyev, I.V. Danko, P.A. Oreshkin, T.K. Zholdybayev, D.M. Janseitov, 

T.S. Ramazanov, V.V. Brus, Electron Irradiation-Induced Degradation of TiN Thin Films on 

Quartz and Sapphire Substrates, ACS Omega. 9 (2024) 925–933. 

https://doi.org/10.1021/acsomega.3c07053 (IF = 3.7) 

7. S. Sahare, P. Ghoderao, M.K. Sharma, M. Solovan, R. Aepuru, M. Kumar, Y. Chan, M. Ziółek, 

S.-L. Lee, Z.-H. Lin, Pyro-phototronic effect: An effective route toward self-powered 

https://doi.org/10.1039/d4tc00466c
https://doi.org/10.1039/d4tc00466c
https://doi.org/10.1002/adfm.202310404
https://doi.org/10.1039/d4ta05409a
https://doi.org/10.1002/jnm.3230
https://doi.org/10.1021/acsomega.3c07053
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